transist0l 24/07/03 1 /2
FSYUIREY—[CDNT
transistor : trans(fer) + (re)sistor
A = (E L ERF O P RHEIESE 1, NV - BB DT, EEEICRDY B 1EEEL EOE
o

FEEISHEEIZCAS Hnovd, VWS =ULNT U URAE, Val U "G UIPAZRERD
%,  Bookshelf 1V

S UORE— (BK)

GEEIIRE Smm. #t4 mm,
FSUORA—IZKBER (RAYF)

« 24 v F S1 FHT T CIRERIITRIL VN,
c AA v T S2 LREIFFIZHT &, BERRAUTT 2D (BRATND),
TR — '

Ko [ZAao g

-
== + _==x\




transistOl 24/07/03 2 /2
MOS FSUTPRE—DIEE I COREBIZELND

D
FuA ki

(a) FHE
10 um P i ’7‘—1~M1Ub§
7/1/\:~—~'7A
(&) WimdE
THI=grlh—LrEpF v+ 2/ MOS FFVIUARR
3. KAMEJEERITF() 005+, 1398,
MOS SV URA—Z[EO-AEY - &I
‘I\%Ei& (1 20 @E@Eg\{uﬁ) %nﬂf T:c% 51 ELL
'7—Fﬁ ~1 ~0” ‘y ! 1 /TS')SI Si02

-/ -/
¢ L. | lc TLC ]
" T p EiR ]’
(EAEE) (OB RE) (EFOUREEER)
DRAM®D £ & U « 2 )L L Py EHEEF
(7 — PP EBFEICRDE, A4 vy F2HUTONIZRY, COBE (B BHEALHIN D)
KERHMIFMAEEEAMBEM] TERERSI4L. 86K,
IC O3RmlE.

\Onzbmwwﬁumfébhfué

|ciﬁo>‘2—iﬁiéim§ﬁ§l
FZL2bn=f22 AFIERERE. 1448,



	トランジスター（単体）
	トランジスターによる回路（スイッチ）
	ＭＯＳトランジスターの構造　　ＩＣの表層に作られる
	ＭＯＳトランジスターを使ったメモリ・セル
	ICの表面は、ミクロンレベルの薄い膜で覆われている。

